
新商品速報

オン抵抗低減、スイッチング性能向上！
SiC Trench MOSFET搭載
フルSiCパワーモジュール登場
製品概要

　Siの限界を超えるデバイスとして注目のSiCデバイス。より高性能化の実現を常に求められています。
ロームではトレンチ構造を採用したSiC-MOSFETの量産化に成功、既に量産中のプレーナ型SiC-MOSFETに比べ、オン
抵抗を約50％低減、入力容量を約35％低減しました。このデバイスを用い、1200V / 180AフルSiCパワーモジュールを
製品化しました。
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■ ダブルトレンチ構造採用で長期信頼性確保！ ■ オン抵抗特性50％低減！

■ スイッチング損失大幅低減！

■ Trench MOSFETディスクリート品も拡充予定

■ SiCトレンチMOSFETモジュール仕様
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50％低減※
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35％低減※

オン抵抗 @25℃(mΩ)

スイッチング損失比較
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オン抵抗 VS. 入力容量特性

Poly-SiPoly-Si

約6060％減約60％減

約4242％減約42％減

　650V,1200V定格の製品を各3品番ずつ、順次展開していきます。定格電流は
118A(650V),95A(1200V)までの製品展開となります。

【電界集中】 【電界集中】

※同一チップサイズ比較

第2世代 SiC-MOSFET

第3世代
SiC-トレンチMOSFET


